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9.	
 	
 研究実績の概要	
 

下欄には、当該年度に実施した研究の成果について、その具体的内容、意義、重要性等を、交付申請書に記載した	
 

「研究の目的」、「研究実施計画」に照らし、600 字～800 字で、できるだけ分かりやすく記述すること。また、国立	
 

情報学研究所でﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ化するため、図、ｸﾞﾗﾌ等は記載しないこと。	
 

我々の周りに存在する電子機器にはメモリ素子として半導体メモリが使用されているが、特にフラ

ッシュメモリは高集積化および大容量化が容易であるため非常に多く使用されている。浮遊ゲートを

ナノメートルサイズの金属ドット(金属ナノドット)としたナノドット型浮遊ゲートメモリが高信頼
性および低電圧駆動の観点から注目を集めている。本研究では、フェリチンと呼ばれる生体内の鉄分

を調整するタンパク質を利用して金属ナノドットを形成し、そのナノドットを電荷保持ノードとした

フローティングゲートメモリの作製を行っている。 
フェリチンを利用してナノドット型浮遊ゲートメモリを作製する場合、フェリチンの吸着密度に限界が

存在するため電荷保持部分となるナノドットの吸着密度にも限界が存在する。現在フェリチンを利用した

ナノドットの最大吸着密度は 8.0×1011 cm-2であり、この数値以上の吸着密度は達成不可能である。そこで

本研究では Titanium-Binding-Ferritin (TBF)という特殊なフェリチンを利用して、ナノドットを積層化させ
る Bio-Layer-By-Layer(Bio-LBL)法を利用する事でナノドットの吸着密度を増加させる手法を提案した。こ
のフェリチンはチタン、銀およびシリコンにのみ特異的に吸着するペプチドアプタマーを有する特殊なフ

ェリチンであり、自発的に無機物を形成するバイオミネラリゼーションの能力も有している。今年度は浮

遊ゲートメモリの作製に適した Bio-LBL 法の確立および同一種類の金属ナノドットを積層化させた浮遊
ゲートメモリの作製を行った。その結果、ナノドット層を積層させることにより、電荷注入量の増大だけ

ではなく、電荷保持特性の向上、書込および消去特性の向上およびメモリの信頼性向上を実現する事がで

きた。	
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